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Tytut: Epitaksjalne warstwy CoO(111)/Fe(110) i NiO(111)/Fe(110) czyli
jak ferromagnetyk steruje antyferromagnetykiem

Streszczenie:

Magnetyczne uktady niskowymiarowe staty sie w ostatnich kilku dekadach
niezwykle istotne z punktu widzenia ich istniejacych i potencjalnych
zastosowan w technice magnetycznego zapisu informacji. Do niedawna
wszystkie dostepne na rynku magnetyczne nosniki danych funkcjonowaty w
oparciu o kontrole stanu magnetycznego ferromagnetykéw (FM), jednak w
chwili obecnej znane s juz prototypy jednostek pamieci na bazie
antyferromagnetykow (AFM) [1, 2, 3]. Zarédwno z punktu widzenia
zastosowan w spintronice jak i z powodu znaczenia fundamentalnego,

kontrola stanu magnetycznego i anizotropii magnetycznej
antyferromagnetykow jest obecnie tematem interesujgcym i aktualnym.
Modyfikacja i sterowanie wiasciwosciami magnetycznymi

antyferromagnetykow sg mozliwe za pomocg metod magnetycznych,
elektrycznych, optycznych czy poprzez odpowiednig inzynierie naprezen w
ukfadach niskowymiarowych. W przypadku metod magnetycznych mozliwe
jest zastosowanie olbrzymich pdl magnetycznych (rzedu dziesigtek a nawet
setek Tesli) lub wykorzystanie oddziatywania wymiennego z sasiadujacq
warstwg ferromagnetyczng, w dwuwarstwowym uktadzie FM/AFM. W
pierwszej czesci referatu zaprezentowane zostang wtasciwosci magnetyczne
epitaksjalnych uktadéw dwuwarstwowych CoO(111)/Fe(110)
preparowanych w warunkach UHV na podtozu monokrysztatu W(110). W
szczegolnosci pokazane zostanie, jak jednoosiowa anizotropia magnetyczna
warstwy Fe(110) moze zostaC wykorzystana do sterowania anizotropig
magnetyczng sgsiadujacej warstwy antyferromagnetycznego tlenku kobaltu
[4]. Pokazane zostang rdéwniez wyniki uzyskane dla strukturalnie
blizniaczego uktadu NiO(111)/Fe(110 [5] W tym ostatnim przypadku, dzieki
zjawisku histerezy temperaturowej w uktadzie NiO(111)/Fe(110)
udokumentowano mozliwos¢ stabilizacji dowolnego z dwéch ortogonalnych
standw magnetycznych AFM, w ustalonej temperaturze bliskiej 300 K.
Zaprezentowana zostanie mozliwos¢ reorientacji momentow
magnetycznych AFM pomiedzy tymi dwoma stanami, bez uzycia
jakichkolwiek impulséw czy pdél magnetycznych i elektrycznych a jedynie
poprzez chwilowg zmiane temperatury uktadu.
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